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 ２１世紀の半導体はあらゆる機能を集積した System-on-a-Chip (SoC)が主流になると期
待されている 1)。そのような半導体では、多量のオン・チップ・メモリを必要とし、２０１

０年には ICチップ面積の９割がメモリで占められるという予測もある 2)。したがって、メ

モリ技術は半導体 ICメーカーにとってメモリ専業メーカー以上に重要でもある。 
 この講演では、物理的に理想的な不揮発メモリとはなにかを考察し、これを具現化する

デバイスとして注目されてきた強誘電体メモリ 3)の不揮発性の起源となる強誘電体の自発

分極の理解の進展を振り返る 4-6)。また、今後期待される不揮発メモリ材料についても触れ

る 7)。 
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